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Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

ナローギャップモット絶縁体であるCa2RuO4では、その金属絶縁体転移を温度や圧
力だけでなく、電流や電場によっても誘起可能である可能性が近年指摘されており、
その物理的な起源と電子デバイス応用に対して注目が集められている。Ca2RuO4の
電流・電場誘起転移の機構解明とデバイス応用の実現に向けては現在、Ca2RuO4の
良質なエピタキシャル薄膜を用いての基礎物性評価が強く求められていることから、
本研究ではCa2RuO4のエピタキシャル薄膜の作製とその詳細な構造解析を実施する。

実験
Experimental

申請者が北海道大学の自グループで作製したCa2RuO4/LaAlO3 (001)薄膜を、九州
大学ARIM(解析部門)の利用により、超顕微解析研究センターのFIB装置(Quanta 3D
200i, MI4000L)を用いて透過型電子顕微鏡観察用の薄片試料へと加工した。加工後
の試料に対しては同様にARIM・超顕微解析研究センターにおいて、広電圧電子顕
微鏡(JEM-ARM200CF)を用いて、ABF-STEMを含む各種TEM・STEM像の観察を実
施した。

結果と考察
Results and Discussion

Ca2RuO4/LaAlO3 (001)薄膜に対する透過型電子顕微鏡観察を通じて、Ca2RuO4の
エピタキシャル薄膜ではそのCa/Ru組成比に応じて、Ru欠損に伴う二相分離等の、
特徴的な結晶構造と欠陥構造が膜内部に形成されることが明らかとなった。また膜
の伝導特性評価の結果との比較から、これらの欠陥構造はCa2RuO4膜の金属絶縁体
転移の各種特性(転移温度・閾値電流密度等)に対して、顕著な影響を及ぼすことが
示された。
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